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(54)【発明の名称】 反射型液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  反射型液晶表示装置において、薄膜トランジ
スタの主電極と反射膜の機能を有する画素電極とのコン
タクト特性の向上をはかる。
【解決手段】  薄膜トランジスタＴｒの一方の主電極６
３に反射膜の機能を有する画素電極７５が接続され、画
素電極７５が、主電極６３との接触部の電気的抵抗を小
さくする材料層７６を有した２種以上の材料層７６、７
７で形成されて成る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  薄膜トランジスタの一方の主電極に反射
膜の機能を有する画素電極が接続され、
前記画素電極が、前記主電極との接触部の電気的抵抗を
小さくする材料層を有した２種以上の材料層で形成され
て成ることを特徴とする反射型液晶表示装置。
【請求項２】  前記主電極がＴｉ／Ａｌ積層構造、又は
Ｔｉ／Ａｇ合金積層構造で形成され、
前記画素電極が、前記主電極との接触部側をＩＴＯ膜と
し、上層をＡｇ又はＡｇ合金膜として形成されて成るこ
とを特徴とする請求項１記載の反射型液晶表示装置。
【請求項３】  前記主電極がＴｉ／Ａｌ積層構造、又は
Ｔｉ／Ａｇ合金積層構造で形成され、
前記画素電極が、前記主電極との接触部側をＡｌ、Ｍｏ
又はＷ膜とし、上層をＡｇ又はＡｇ合金膜として形成さ
れて成ることを特徴とする請求項１記載の反射型液晶表
示装置。
【請求項４】  前記画素電極は、各層が同一のパターン
で形成されて成ることを特徴とする請求項１記載の反射
型表示装置。
【請求項５】  前記画素電極は、２層構造とされ、各層
がそれぞれ別のパターンで形成されて成ることを特徴と
する請求項１記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、反射型液晶表示装
置に関する。より詳しくは、薄膜トランジスタの主電極
との良好なコンタクトを形成する反射膜の機能を有する
画素電極に関する。
【０００２】
【従来の技術】薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）で画素電極
を駆動するアクティブマトリクス型液晶表示装置（いわ
ゆるＴＦＴ駆動型液晶ディスプレイ）は、低消費電力で
駆動されるディスプレイとして有望視され発展してきて
いる。そに理由は、陰極線管等の自発光型でなく、光の
スイッチとしての機能を有しているので、反射型とし
て、外部の光を利用してディスプレイの表示を見ること
ができるからである。従って、液晶ディスプレイは、本
質的には薄膜トランジスタの駆動以外の電力を必要とし
ないので、持ち運び用のわゆるモバイルディスプレイに
最適である。
【０００３】図３は、反射型液晶ディスプレイの模式的
な構成を示す。この反射型液晶ディスプレイ１は、反射
型液晶パネル２と、偏光板及び位相板を有する光学素子
３と、フロントライト４と、タッチパネル５とから成
る。反射型液晶パネル２は、一方の基板６Ａ上にスイッ
チング素子である薄膜トランジスタ（図示せず）、画素
電極となる拡散反射する反射膜７、配向膜（図示せず）
が形成され、他方の透明基板６Ｂにカラーフィルタ８、
対向電極、配向膜（図示せず）が形成され、スペーサ１
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１で間隔規制された両基板６Ａ及び６Ｂ間に液晶１０が
封入されて構成される。なお、フロントライト４は、現
状では暗い場所で十分に画像を認識出来ないので、暗い
場所用として用いられている。この反射型液晶ディスプ
レイ１では、基板６Ｂ側から入射した光が液晶１０を通
過して画素電極７で反射し再び液晶１０を通過して基板
６Ｂから出射して所要の表示がなされる。
【０００４】図４は、反射型液晶パネルの薄膜トランジ
スタ及び画素電極の部分を示す要部の断面構造の一例で
ある。このは反射型液晶パネル１１は、例えばガラス基
板１２上にゲートライン（いわゆる走査線）に一体のゲ
ート電極１３及び容量素子（Ｃｓ）の下部電極１４が例
えばＭｏ膜で形成される。下部電極１４はＣｓラインと
一体に形成される。この基板１２上にゲート絶縁膜２４
及び誘電体膜２５となるＳｉＮ

X 
膜１５とＳｉＯ

2 
膜１

５からなる絶縁膜１７が形成され、この絶縁膜１７上に
多結晶シリコン薄膜１８が形成される。多結晶シリコン
薄膜１８は、薄膜トランジスタ形成領域と容量素子形成
領域に共通して形成される。多結晶シリコン薄膜１８で
は、ケート電極１３上のチャネル領域１９Ｃを除いて不
純物ドープされ、ソース領域１９Ｓ及びドレイン領域１
９Ｄが形成され、同時に容量素子の上部電極２０が形成
される。２１は、不純物ドープ時のストッパとなる例え
ばＳｉＯ

2 
によるストッパ膜である。この例では、容量

素子の上部電極２０上にもストッパ膜２１が形成され
る。
【０００５】次いで、全面に例えばＳｉＮ

X 
膜２２及び

ＳｉＯ
2 
膜２３の積層膜からなる層間絶縁膜２４が形成

され、そのコンタクトホールを介してソース領域１９Ｓ
に接続する信号線２６が形成されると共に、ドレイン領
域１９Ｄに接続するドレイン電極２７が形成される。信
号線２６及びドレイン電極２７は、多結晶シリコン薄膜
１８と接続するＡｌ膜２８とその上のＴｉ膜２９で形成
される。ゲート電極１３、ゲート絶縁膜２４及び多結晶
シリコン膜１８（ソース領域１９Ｓ、ドレイン領域１９
Ｄ、チャネル領域１９Ｃ）により、例えばｎチャネルの
ボトム型薄膜トランジスタＴｒが形成され、下部電極１
４、誘電体膜２５及び多結晶シリコン膜１８による上部
電極２０により、電圧保持するための付加容量素子Ｃｓ
が形成される。
【０００６】さらに、全面に表面が凹凸状の拡散層（例
えば樹脂よりなる）３１、拡散層３１の表面に倣って表
面が凹凸状のプレーナ層（例えばアクリル系の樹脂から
なる）３２が形成され、そのコンタクホール３３を介し
てドレイン電極２７に接続しプレーナ層３２上に延在す
る画素電極３４が形成される。この画素電極３４は光を
反射させる反射膜としての機能するもので、例えばＡｇ
等で形成される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】ところで、反射型液晶



(3) 特開２００３－４３５２２

10

20

30

40

50

3
ディスプレイは、図３に示すように、外部の光を画素電
極である反射膜７で効率良く反射させねばならない。こ
の反射膜７の材料と形状に工夫が必要となっている。材
料としては、一番反射特性の良いのが銀（Ａｇ）であ
る。この銀は、変色し易く量産で使うには難しい材料で
あるが、その反射特性を必要とするためにマージンの少
ない製造プロセスでも敢えて使用している。
【０００８】この製造プロセスで最もマージンが少ない
のが、電気的なコンタクト抵抗である。画素電極である
反射膜７は、下地の薄膜トランジスタを構成する電極か
ら電気信号を供給されるので、薄膜トランジスタの電極
と反射膜７とのコンタクト抵抗が大きいと、正確な画像
の電圧が得られないことになる。このためコンタクト抵
抗が大きいと、画像では点欠陥やムラ等の不良が発生す
る。
【０００９】このコンタクト抵抗は、薄膜トランジスタ
において基本的な問題であるので、種々の工夫がなされ
ている。例えば、段差が大きい場合の工夫として、コン
タクトホールの深さをカバーするためにメッキ法を用い
る構成が提案されている（特開平１１ー２３３７８３号
公報参照）。もっと、基本に帰るとコンタクトさせる金
属は、その仕事関数差の小さいものを選ぶとか、酸化物
が出来にくい材料にすることが望ましい。しかし、未だ
満足するものは得られていない。
【００１０】一方、図４に示すように、薄膜トランジス
タＴｒのドレイン領域１９Ｄに接続されるドレイン電極
２７と、ソース領域１９Ｓに接続される信号を伝える信
号線２６は、同じ金属材が使用されている。信号線２６
としては、抵抗を極力小さくする方が良いので、通常Ａ
ｌ膜２８が使われる。Ａｌ膜２８は、下地の多結晶シリ
コン薄膜１８ともコンタクトが良いことも使用する要因
でもある。しかし、反射型液晶パネルでは、信号線２６
からの反射を小さくしたいので、反射率の小さい膜をＡ
ｌ膜２８の上に形成する必要がある。ここでは、Ｔｉ膜
２９を形成している。
【００１１】Ｔｉ膜２９は、薄膜トランジスタ作成プロ
セスに使われる酸素（Ｏ

2 
）アッシングや水洗などによ

り容易に酸化してしまうことがある。そのためにコンタ
クトが取り難くなる。一方、Ａｇ膜２８はスパッタリン
グ法によって膜付けされるが、Ａｇは酸素と反応しない
ために酸化膜があると電気的バリアが残ったままになり
コンタクトが取れない。つまり、Ｔｉ膜２９上に酸化膜
ができるか否かがコンタクト性能を決めることになり、
製造プロセス上不安定であった。
【００１２】本発明は、上述の点に鑑み、薄膜トランジ
スタの主電極と反射膜となる画素電極とのコンタクト特
性に優れた反射型液晶表示装置を提供するものである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】本発明に係る反射型表示
装置は、薄膜トランジスタの一方の主電極に反射膜の機
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能を有する画素電極が形成され、画素電極が主電極との
接続部の電気的抵抗を小さくする材料層を有する２種以
上の材料層で形成された構成とする。
【００１４】本発明の反射型表示装置では、画素電極
を、薄膜トランジスタの主電極との接続部の電気的抵抗
を小さくする材料層を有する２種以上の材料層で形成す
るので、画素電極と主電極とのコンタクト特性が向上
し、且つ上層には反射特性の良い材料層を形成できるの
で反射特性を劣化させることがない。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
【００１６】図１及び図２は、本発明に係る反射型液晶
表示装置の一実施の形態を示す。なお、同図は反射型液
晶パネルの１画素に対応した要部、即ち、薄膜トランジ
スタ及び画素電極の部分の平面構造及び断面構造を示
す。本実施の形態に係る反射型液晶パネル４１は、基
板、例えばガラス基板４２上にゲートライン（いわゆる
走査線）４３に一体のゲート電極４４、及び容量素子
（Ｃｓ）の下部電極４５が形成される。下部電極４５は
Ｃｓライン４６と一体に形成される。本例ではゲート電
極４４及び下部電極４５、Ｃｓライン４６がＭｏ層で形
成される。この基板４２上には、ゲート電極４４、上部
電極４５及びＣｓライン４６を覆うように、ゲート絶縁
膜４７及び誘電体膜４８となる絶縁膜４９が形成され、
この絶縁膜４９上に半導体薄膜５０が形成される。絶縁
膜４９は、例えばＳｉＮ

X 
膜５２とＳｉＯ

2 
膜５３の積

層膜で形成される。半導体薄膜５０は、例えばレーザ結
晶化による多結晶シリコン膜で形成される。
【００１７】半導体薄膜５０は、薄膜トランジスタの活
性層、容量素子の上部電極となるもので、薄膜トランジ
スタ形成領域と容量素子形成領域に共通に形成される。
半導体薄膜５０では、ゲート電極４４上のチャネル領域
５０Ｃを除いて不純物ドープされ、ソース領域５０Ｓ及
びドレイン領域５０Ｄが形成されると共に，容量素子の
上部電極５４が形成される。ここで、チャネル領域５０
Ｃ上には上記不純物ドープを阻止するための例えばＳｉ
Ｏ
2 
膜からなるストッパ膜５５が形成される。また、容

量素子の上部電極５４となる半導体薄膜部分は、不純物
ドープしても、不純物ドープしなくてもよい。本例では
ストッパ膜５５により不純物ドープされない。
【００１８】次いで、全面の層間絶縁膜５７が形成され
る。層間絶縁膜５７としては、例えばＳｉＮ

X 
膜５８及

びＳｉＯ
2 
膜５９の積層膜で形成される。この層間絶縁

膜５７にコンタクトホール６０、６１を形成し、それぞ
れのコンタクトホール６０、６１を介してソース領域５
０Ｓに接続する信号線６２が形成されると共に、ドレイ
ン領域５０Ｄに接続するドレイン電極６３が形成され
る。６７は信号線６２とソース領域５０Ｓとのコンタク
ト部、６８はドレイン領域５０Ｄとドレイン電極６３と
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5
のコンタクト部を示す。信号線６２及びドレイン電極６
３は、本例では半導体薄膜５０として多結晶シリコン膜
を用いるとき、多結晶シリコン膜とコンタクト性の良い
Ａｌ膜６４とその上に光反射を抑えるＴｉ膜６５の２層
構造で形成される。ゲート電極４４、ゲート絶縁膜４７
及び半導体薄膜５０（ソース領域５０Ｓ、ドレイン領域
５０Ｄ、チャネル領域５０Ｃ）により、例えばｎチャネ
ルのボトム型薄膜トランジスタＴｒが形成され、下部電
極４５、誘電体膜４８及び半導体薄膜５０からなる上部
電極５４により、電圧保持するための付加容量素子Ｃｓ
が形成される。なお、上例では１つの薄膜トランジスタ
Ｔｒを設けたが、２つの薄膜トランジスタを直列接続し
てスイッチング素子を構成することもできる。
【００１９】さらに、全面に表面が凹凸状の拡散層７
１、拡散層７１の表面に倣って表面が凹凸状のプレーナ
層７２が形成される。拡散層７１は例えば樹脂で形成さ
れ、プレーナ層７２も例えばアクリル系の樹脂で形成さ
れる。この拡散層７１及びプレーナ層７２にドレイン電
極６３に達するコンタクトホール７３が形成され、この
コンタクトホール７３を介してドレイン電極６３に接続
し表面凹凸状のプレーナ層７２上に延在する画素電極７
５が形成される。画素電極７５は、プレーナ層７２の表
面の凹凸に倣って表面が凹凸状に形成され、反射特性の
良い材料で形成されて反射膜としての機能を有する。
【００２０】本実施の形態においては、特に画素電極７
５を、反射特性に優れ且つドレイン電極６３との接続部
の電気的抵抗を小さくする、即ちドレイン電極６３と小
さな接触抵抗で接続できるように、２種以上の材料層で
形成する。本例ではドレイン電極６３に接触する側をＩ
ＴＯ（酸化インジウム錫）膜７６とし、後述する液晶側
を反射特性の良いＡｇ膜７７（いわゆるＡｇ／ＩＴＯ積
層構造）とした、２層膜構造で構成する。換言すれば、
反射膜となるＡｇ膜７７とドレイン電極６３のＴｉ膜６
５との間にＩＴＯ膜７６を予め被着形成する。
【００２１】ＩＴＯ膜７７は、酸化膜であっても酸素を
自分に取り込んで導電物としてしまう。ドレイン電極６
３のＴｉ膜６５表面が酸化されていても、ＩＴＯ膜６３
がこの酸素を取り込んでしまうので、結果としてドレイ
ン電極６３と画素電極７５とのコンタクトは良好とな
る。ＩＴＯ膜６３は、透過型液晶ディスプレイの透明電
極として一般的に使用されているので導電性の実績は十
分ある。
【００２２】ＩＴＯ膜７６、Ａｇ膜７７は次のように形
成することができる。ＩＴＯ膜７６の形成はスパッタリ
ング法で行われるので、Ａｇ膜７７をスパッタリングす
る前に、同一装置の別チャンバーで膜付けしても良い
し、別の装置で行っても問題ない。また、画素電極のパ
ターン形成として、従来のＡｇ膜のみの場合は、Ａｇ膜
をフォトレジスト工程でレジスト層をパターニングした
後、そのレジストマスクを介してウェットエッチングに
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よってエッチングして、画素毎に分離している。本実施
の形態の２層膜構造の場合は、フォトレジスト工程でレ
ジスト層をパターニングし、そのレジストマスクを介し
てエッチングを連続して行い、同じパターンでＡｇ膜と
ＩＴＯ膜を画素毎に分離する。或いは、最初にＩＴＯ膜
を膜付けシフォトエッチング法で画素分離し、その後Ａ
ｇ膜を膜付けしフォトエッチング法で画素分離する。つ
まり、ＩＴＯ膜のパターニングとＡｇ膜のパターニング
を別々にすることもできる。このようにすれば、反射特
性をさらに向上させることも可能となる。
【００２３】ＩＴＯ膜７６に代えて別の金属でも良い。
例えばＡｌやＭｏ、Ｗ膜等を使用することも可能であ
る。Ａｇ膜７７に代えてＡｇ合金膜とすることもでき
る。ドレイン電極６３としては、上述のＴｉ／Ａｌ積層
構造に代えて、Ｔｉ／Ａｇ合金の積層構造とすることも
できる。更に、画素電極としては、２層膜構造に限ら
ず、２種以上の膜による多層膜構造とすることも可能で
ある。例えば、ドレイン電極側からＩＴＯ膜（膜厚が例
えば５０ｎｍ程度）、Ａｌ膜（膜厚が例えば５０ｎｍ程
度）、Ａｇ膜（膜厚が例えば１００ｎｍ程度）のＩＴＯ
／Ａｌ／Ａｇ３層構造膜で画素電極を形成することもで
きる。
【００２４】因みに、各層の膜厚の一具体例を次に示
す。Ｍｏ層によるゲート電極４４及び下部電極４５の膜
厚は９０ｎｍ程度、ゲート絶縁膜４７及び誘電体膜４８
を構成するＳｉＮ

X 
膜５２の膜厚は５０ｎｍ程度、Ｓｉ

Ｏ
2 
膜５３の膜厚は１２０ｎｍ程度とすることができ

る。多結晶シリコン膜による半導体膜厚５０の膜厚は４
２ｎｍ程度、ストッパー膜５５となるＳｉＯ

2
膜の膜厚

は２００ｎｍ程度、層間絶縁膜５７を構成するＳｉＮ
X 

膜５８の膜厚は３００ｎｍ程度、ＳｉＯ
2 
膜５９の膜厚

は１５０ｎｍ程度とすることができる。信号線６２及び
ドレイン電極６３を構成するＡｌ膜６４の膜厚は５００
ｎｍ程度、Ｔｉ膜６５の膜厚は１００ｎｍ程度とするこ
とができる。拡散層７１の膜厚は１．５μｍ程度、プレ
ーナ層７２の膜厚は０．６μｍ程度とすることができ
る。画素電極７５を構成するＩＴＯ膜７６の膜厚は１０
０ｎｍ程度、Ａｌ膜７７の膜厚は４００ｎｍ程度とする
ことができる。
【００２５】図２に示すガラス基板４２上の構成要素を
形成した後、図示せざるも各画素電極７５を含む全面に
配向層が形成される。一方、前述の図３で示すように、
透明基板、例えばガラス基板の内面にカラーフィルタ、
各画素に共通の対向電極及び配向層が形成される。これ
ら２つの基板間に液晶を封入して目的の反射型液晶パネ
ル４１が構成される。この液晶パネル４１を備えて反射
型液晶表示装置が構成される。例えば、前述の図３と同
様に、この液晶パネル４１と、偏光板及び位相差板を有
する光学素子３、フロントライト４、タッチパネル４等
を備えて反射型液晶表示装置を構成することができる。
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7
なお、フロントライト４は省略することができる。
【００２６】上述の本実施の形態によれば、画素電極７
５を例えば反射特性の良いＡｇ膜７７と下地のＩＴＯ膜
７６との２層膜構造とするこにより、画素電極７５をス
イッチング素子である薄膜トランジスタＴｒのドレイン
電極６３に接続するとき、ドレイン電極６３のＴｉ膜６
５の表面が酸化されていてもＩＴＯ膜７６がその酸素を
取り込むので、画素電極７５とドレイン電極６３とのコ
ンタクトを良好にすることができる。即ち、コンタクト
抵抗が低減し且つ安定してコンタクトができ、コンタク
ト不良を減少することができる。従って、信頼性の高い
反射型液晶表示装置を提供することができる。また、製
造の歩留りの向上を図ることができる。Ａｇ膜７７とＩ
ＴＯ膜７６の２層膜構造の画素電極７５の形成に際し
て、Ａｇ膜７７及びＩＴＯ膜７６を同一のパターンで形
成するときは、画素電極７５の形成プロセスを簡単化す
ることができる。また、Ａｇ膜７７とＩＴＯ膜７６とを
別々のパターンで形成するときは、反射特性をより向上
することができる。即ち、ＩＴＯ膜７６は下地の凹凸面
に対して形の追従性がＡｇに比べて劣るため、このＩＴ
Ｏ膜７６上にＡｇ膜７７を被着すると、反射板としての
特性が落ちる。そこで、ＩＴＯ膜７６とＡｇ膜７７を別
々にパターニングし、ＩＴＯ膜７６はドレイン電極６３
とのコンタクト部分及びその周辺部のみに形成し、Ａｇ
膜７７はＩＴＯ膜７６上を含む画素部全体に形成するよ
うになす。これによってＡｇ膜７７は下地凹凸面に良好
に追従し、反射特性をより向上することができる。この
画素電極構造は、他の積層膜構造においても適用でき
る。ＩＴＯ膜７６に代えて、ＡｌやＭｏ，Ｗ膜を形成す
る場合も、画素電極７５とドレイン電極６３とのコンタ
クト性能を良好にすることができる。即ち、Ａｌ，Ｍｏ
又はＷのスパッタによる成膜は、非酸化性雰囲気中で行
われるので、下地のドレイン電極６３のＴｉ膜６５が酸
化されないと同時に、Ｔｉ膜６５表面に酸化膜がある場
合にもこの酸化膜が逆スパッタされて除去されることに
なり（実質的には、Ａｌ，Ｍｏ又はＷの原子が酸化膜を
突き抜けて入り込む）、結果としてドレイン電極６３と
画素電極７５とのコンタクトが良好になる。
【００２７】
【発明の効果】本発明の反射型液晶表示装置によれば、
反射膜の機能を有する画素電極と薄膜トランジスタの主*
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*電極とのコンタクト特性を向上することができ、反射型
液晶表示装置の信頼性の向上と共に、製造の歩留りの向
上を図ることができる。薄膜トランジスタの主電極をＴ
ｉ／Ａｌ、又はＴｉ／Ａｇ合金の積層構造とし、画素電
極を主電極との接触部側がＩＴＯ膜、上層がＡｇ又はＡ
ｇ合金とするときは、主電極のＴｉ膜が酸化されてもそ
の酸素をＩＴＯ膜で取り込むので、コンタクト抵抗が安
定しコンタクト不良を減少できる。薄膜トランジスタの
主電極をＴｉ／Ａｌ、又はＴｉ／Ａｇ合金の積層構造と
し、画素電極を主電極との接触部側がＡｌ，Ｍｏ又はＷ
膜、上層がＡｇ又はＡｇ合金とするときは、Ａｌ，Ｍｏ
又はＷ膜の成膜が非酸化性雰囲気中で行われるので、下
地コンタクト部が酸化されず、且つ表面に酸化膜が形成
されていても成膜時に逆スパッタで酸化膜が除去され、
結果としてコンタクト特性が良好となる。
【００２８】画素電極を各層共に同一のパターンで形成
するときは、画素電極の形成プロセスを簡単化すること
ができる。また、画素電極を２層構造し、各層をそれぞ
れ別のパターンで形成するときは、反射特性をより向上
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る反射型液晶表示装置の１画素に相
当する要部の平面図である。
【図２】本発明に係る反射型液晶表示装置の１画素に相
当する要部の断面構造であって、図１のＡ－Ａ線上の断
面図である。
【図３】反射型液晶表示装置の模式的な構成図である。
【図４】従来の反射型液晶表示装置の１画素に相当する
要部の断面図である。
【符号の説明】
４１・・・液晶パネル、４２・・・基板、４３・・・ゲ
ートライン（走査線）、４４・・・ゲート電極、４５・
・・下部電極、４６・・・Ｃｓライン、４７・・・ゲー
ト絶縁膜、４８・・・誘電体膜、５０・・・半導体薄
膜、５０Ｓ・・・ソース領域、５０Ｄ・・・ドレイン領
域、５０Ｃ・・・チャネル領域、５４・・・上部電極、
Ｔｒ・・・薄膜トランジスタ、Ｃｓ・・・付加容量、６
２・・・信号線、６３・・・ドレイン電極、６４・・・
Ａｌ膜、６５・・・Ｔｉ膜、７１・・・拡散層、７２・
・・プレーナ層、７５・・・画素電極、７６・・・ＩＴ
Ｏ膜、７７・・・Ａｇ膜
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